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A — —_ 1.75
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	A.当SENS检测的电流大于VDSING时，MoLi3004处于放电状态；
	B.当SENS检测的电流小于VCHING时，MoLi3004处于充电状态；
	C.否则MoLi3004处于静置状态。
	9.温度保护
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	11.低压禁充功能
	12.串数
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	13.负载锁定功能
	否
	是
	否
	是
	可选
	14.MOS保护

	   绝对最大和额定工作参数
	   电气参数和保护参数描述(25°C)
	功能
	参数
	符号
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	充电保护
	充电过压
	过压电压
	VCOV
	VCOV-0.025
	VCOV
	VCOV+0.025
	V
	过压延时
	tCOV
	0.5
	1
	1.5
	s
	过压恢复电压
	VCOVR
	VCOVR-0.025
	VCOVR
	VCOVR+0.025
	V
	过压恢复延时
	tCOVR
	85
	100
	155
	ms
	充电过流
	保护电压
	VCOC
	VCOC -0.005
	VCOC
	VCOC +0.005
	V
	保护延时
	tCOC
	30/300
	50/500
	70/700
	ms
	保护恢复延时
	tCOCR
	43
	60
	85
	ms
	放电保护
	放电欠压
	欠压电压
	VDUV
	VDUV-0.03
	VDUV
	VDUV+0.03
	V
	欠压延时
	tDUV
	DVT接0.1μF电容控制
	0.5
	1
	1.5
	s
	欠压恢复电压
	VDUVR
	VDUVR-0.03
	VDUVR
	VDUVR+0.03
	V
	欠压恢复延时
	tDUVR
	200
	250
	300
	ms
	过
	流
	1
	保护阈值
	VDOC1
	VDOC1-0.005
	VDOC1
	VDOC1+0.005
	V
	保护延时
	tDOC1
	DCT接0.1μF电容控制
	0.5
	1
	1.5
	s
	过
	流
	2
	保护阈值
	VDOC2
	VDOC2-0.010
	VDOC2
	VDOC2+0.010
	V
	保护延时
	tDOC2
	DCT接0.1μF电容控制
	50
	100
	150
	ms
	短
	路
	短路阈值
	VSHT
	V
	保护延时
	tSHT
	SENS管脚未接电容
	200
	250
	300
	μs
	过流和短路保护恢复延时
	tDOCR
	55
	60
	75
	ms
	高温保护
	充电
	保护温度
	TCO
	TCO -3
	TCO
	TCO +3
	℃
	保护延时
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